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Este invento se refiere a un procedimiento para reparar 
defectos en recubrimientos eléctricamente aislados sobre substra 
tos conductivos. Dichos recubrimientos pueden ser beneficiosamen 
te recubrimientos protectores sobre recipientes.

En muchas aplicaciones de recubrimiento de substratos 
conductivos, se aplican dos capas de recubrimiento casi continua 
a los substratos para asegurar una covertura de los mismos rela­
tivamente completa. Cada recubrimiento tiene defectos, como dimi 
ñutos orificios, pero la probabilidad de que los defectos de una 
capa queden en general alineados con los defectos de otra capa 
es relativamente pequeña, y por lo tanto, se obtienen resultados 
de covertura adecuados. Existen diversos inconvenientes asocia­
dos con la aplicación de recubrimiento del substrato conductivo, 
como en una tapa de un recipiente. Intentando reducir al mínimo 
la cantidad de material, se aplican dos capas delgadas a la tapa 
y la aplicación de las mismas suele producir orificios minúscu­
los en la capa de recubrimiento. En otras situaciones, una capa 
suficientemente gruesa para quedar exenta de picaduras presenta 
otras deficiencias como corrimiento, escurridura o porosidad.

Este invento tiene por objeto aplicar de una forma seise 
tiva un recubrimiento en los defectos como picaduras, materia ex 
traña y zonas débiles en una capa delgada de recubrimiento sobre 
un substrato conductivo o tapa para conseguir una covertura acep 
table con una cantidad mínima de material de recubrimiento. Una 
capa de recubrimiento uniforme, como se consigue con la novedad 
del rresente invento, reduce al mínimo la descamación c peladura 
asociada con diversas aplicaciones de material de recubrimiento

Teniendo presentes los objetos anteriores y otros objeto}! 
que aparecerán'más adelante, se comprenderá con mayor claridad 
la naturaleza del invento con relación a la descripción detallad:



las reivindicaciones adjuntas y las diversas vistas ilustradas 
en los dibujos.

En los dibujos:
La figura 1 es una ilustración esquemática de las diver 

sas fases comprendidas en el procedimiento del invento.
La figura 2 es una vista en sección tomada a través de 

una base conductiva o substrato.
La figura 3 es una vista en sección tomada a través de 

la base conductiva de la figura 2 con una capa de base imperfec­
ta.

La figura 4 ilustra la carga de la capa de base de la 
figura 3*

La figura 5 ilustra la aplicación de partículas de mate 
rial de reparación cargadas atraídas en la zona de los defectos 
en la capa de base y repelidas por las partes de la misma unifor 
mámente recubiertas.

La figura 6 es una vista en sección tomada a través de 
la base conductiva con la capa de base reparada.

Refiriéndonos ahora a los dibujos con detalle, se verá 
que en el dibujo esquemático se ilustran las fases del procedi­
miento de este invento.

Una base conductiva o substrato 10 se transporta a lo lar­
go de un trayecto (no ilustrado de un modo especifico) hasta una 
sección de recubrimiento donde un rodillo 11 u otro dispositivo 
tradicional apropiado aplica una capa de material orgánico ais­
lante a la base conductiva 10 donde se forma una capa de base
aislante 12, que muestra imperfecciones o zonas de defectos 13, 
posteriormente se seca. La base conductiva 10 con la capa de ba­
se seca 12 y las zonas de defecto correspondientes 13 se trans­
porta entonces haciéndola pasar por un elemento de descarga en j
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corona S en el cual una emisión de descarga en corona carga elec. 
trostáticamente la capa de base 12 con una carga de una polari­
dad <&da. A medida que la base conductiva 10 se transporta pasan­
do por el elemento de descarga en corona S, la base conductiva 
10 se pone apropiadamente a tierra en el punto 02 para que la ba 
se conductiva 10 no se vea afectada sustancialmente por la emi­
sión en corona.

Habiendo cargado electrostáticamente de un modo uniforme 
la capa de base 12, la base conductiva 10 se transporta a una 
Sección de reparación 14 donde se aplican partículas de repara­
ción cargadas electrostáticamente a la capa de base 12 donde se 
reparan las áreas de defecto 13. La cargas en las partículas de 
reparación es la misma que en la capa de base cargada 12. La ba­
se conductiva 10 con la capa de base reparada 12 se transporta 
a una sección de curación 15, que puede ser una sección de calen 
tamiento u otro dispositivo tradicional apropiado, donde se cura 
la capa de base reparada 12.

Refiriéndonos ahora a las figuras 2 a 6, se verá en las 
mismas una base conductiva o substrato 10 que tiene característi 
cas de conducción elóctrica relativamente buenas (figura 2). En 
la figura 3, se aplica una primera capa a una superficie (no iiux 
trada específicamente) de la base conductiva 10 por lo que se 
forma una capa de base 12 sobre la misma y se seca. La capa de 
base 12 debe tener características de conducción menores que en 
la base conductiva 10 y normalmente se puede considerar con ca­
racterísticas eléctricamente aislantes. La capa de ba.se seca 12 
presenta áreas uniformes 16 y áreas de defecto 13. Las áreas de 
defecto 13 pueden consistir en diminutos orificios o zonas con 
escasez de material, o ambos defectos. Las zonas de defecto 13 
son inaceptables para la fabricación de recipientes puesto que



las zonas de defectos 13 pueden dejar que la superficie (no ilus 
trada de un modo específico) de la base conductiva 10 contamine 
el contenido del recipiente (no ilustrado). Por lo tanto, se tie 
nen que reparar las zonas de defectos 13* y el procedimiento de 
este invento emplea la aplicación selectiva de material de repa 
ración para reparar las zonas de defecto 13.

En la reparación de las zonas de defecto 13, una capa de 
base imperfecta 12 se carga eléctricamente por exposición a ione 
producidos en un elemento de descarga en corona unipolar S, indi 
cado de un modo general en la figura 5. La capa de base 12 se car 
ga a una polaridad relativa (-), mientras que el substrato 10 se 
pone a tierra en G2 por lo que el substrato 10 se mantiene a un 
grado menor de polaridad negativa (-) que la capa de base de car 
ga negativa 12. Cuando la capa de base de carga negativa 12 es 
de espesor y composición uniformes, segdn indica la referencia 
16, existe un campo eléctrico debido a la carga principalmente 
en el interior de la capa de base 12 en las áreas uniformes 16. 
Cuando la capa de base de carga negativa 12 presenta zonas de 
defectos 13 las zonas de defectos 13 se ven influidas por la ca­
racterística eléctricamente conductiva de la base conductiva 10 
y la carga negativa (-) de la capa de base 12, por lo que se pro 
duce un efecto de dispersión sobre las áreas de defecto 13.

En la figura 5 se ilustra la reparación de las áreas de 
defecto 13 bombardeando la capa de base negativa 12 con un mate­
rial de reparación cargado eléctricamente 17 que lleva una carga 
de polaridad negativa (-) igual que la de la capa de la base de
carga negativa 12.

Aunque no se ilustra de un modo específico, la carga so­
bre la capa de base 12 podría ser de polaridad positiva (4), y 
el material de reparación cargado eléctricamente 17 llevará una
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carga de la misma polaridad, según se ilustra de acuerdo con el 
invento.

El efecto de campo marginal, asociado con las áreas de 
defecto 13 resultantes de la carga negativa (-) de la capa de ba 
se 12, influye en la atracción del material de reparación de car 
ga negativa 17 para que llenen las zonas de defectos 13. La in­
fluencia del defecto de campo marginal se reduce cuando el mate­
rial de reparación de carga negativa 17 ha reparado las zonas de 
defecto 13. Una vez que se han reparado las zonas de defecto 13; 
la capa base uniforme cargada de forma negativa 12 actúa repe­
liendo el material de reparación de carga negativa 17, con lo 
que proporciona una capa de base delgada uniforme (figura 6).

El material de reparación 17 se puede introducir en la 
capa base 12 de diversas formas que se expondrán más adelante, 
por ejemplo, las partículas sólidas finamente dividas se pueden 
pulverizar sobre la capa de base 12 en corriente de aire, o se 
pueden introducir en un liquido no conductor, por ejemplo quero­
seno, en el que se sumerge la capa de base 12, o se pueden mez­
clar con material material granular relativamente vasto y esta 
mezcla se puede hacer caer en cascada a través de la capa de ba­
se 12. De un modo similar, se pueden pulverizar gotitas de liqui 
do sobre la capa de base 12 en corriente de aire o se pueden in­
troducir en un liquido miscible no conductos para formar una emú i 
sión.

Las partículas sólidas o gotitas de liquido se pulveri­
zan en corriente de aire y se pueden cargar eléctricamente per 
exposición a iones en una descarga en corona unipolar, similar 
al elemento de descarga en corona S del presente invento. Las
partículas o gotitas se introducen en un liquido y la composición

í
del liquido y del material de reparación se pueden elegir para ¡
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que proporcione una carga unipolar dél material de reparación 
La novedad del procedimiento de este invento es que el 

material de reparación (partículas o gotitas) se introduzca en 
la capa de base cargada eléctricamente 12 de manera que la atrat 
ción electrostática resultante del efecto de campo marginal in­
fluya notablemente en el comportamiento de las partículas o gotd 
tas cargadas. Por ejemplo, si las partículas sólidas se pulveri­
zan neumáticamente sobre la capa de base cargada 12, las fuerzas 
electrostáticas deberán ser por lo menos tan potentes como las 
fuerzas neumáticas o de gravedad experimentadas por los artícu­
los.

Desde un punto de vista ideal, las fuerzas electrostáti 
cas deberán dominar el comportamiento de las partículas. De un 
modo similar, si el material de reparación se introduce en un li 
quido, la capa de base 12 deberá sumergirse en el liquido o hacer 
se fluir el líquido a través de la capa de base 12 de una foima 
suficientemente suave para que ejerza en su influencia las fuer­
zas electrostáticas.

En la aplicación de partículas sólidas de material termc 
plástico, las partículas se puede aplicar calentándolas por enci 
ma de su temperatura de fusión respectiva o exponiéndola a vapo­
res de un disolvente apropiado. Si se utilizan partículas sóli­
das de endurecimiento al calor, se puede conseguir también un 
flujo, aglutinamiento y reticulación por calentamiento. Puede ] 
ser conveniente también en la aplicación de un material de repa-j 
ración por gotitas de líquido que la capa de base 12 en repara— j
ción se caliente para que s e seque y se retícula la capa de repat

**¡
ración. También se pueden aplicar gotitas de un material de repá

1ración líquido que se convierten entonces en sólido adherente pqr 
exposición a radiación ionizante, por ejemplo luz ultravioleta c
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haces electrónicos.
Además de poder reparar los tipos normales de defectos 

en recubrimientos el procedimiento de este invento se puede apla­
car también al recubrimiento de un substrato conductivo expuesto 
10 con áreas expuestas relativamente grandes (no ilustrado de un 
modo específico). En general, en tanto que por lo menos una di­
mensión del substrato conductivo expuesto 10 sea suficientemente 
pequeña si se compara con las dimensiones de área de la capa de 
base 12 en el sentido de que se produce un intenso campo margi­
nal, el procedimiento del invento permite unaaplicación selecti­
va de capa de reparación a los defectos 13.

Aunque se ha ilustrado y descrito una modalidad preferi­
ble del invento de un modo específico, se comprenderá que se pus 
den efectuar pequeñas variaciones en el procedimiento sin desvia; 
se del espíritu y alcance del invento según se definen en las 
reivindicaciones adjuntas.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asi 
como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse cons­
tar que las disposiciones anteriormente indicadas son suscepti­
bles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su princi 
pió fundamental.
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REIVINDICACIONES

1. - Procedimiento para reparar zonas de defectos de una 
capa base eléctricamente aislante sobre un substrato eléctrica­
mente conductivo, caracterizado porque comprende las fases de: 
cargar electrostáticamente de un modo general la capa base con 
una carga de una polaridad dada mientras el substrato se mantie­
ne por lo menos a un grado menor de dicha polaridad dada, mostran 
do las áreas de los defectos de la capa base cargada un efecto de 
campo marginal; cargar electrostáticamente un material de repara 
cién con una carga de la misma polaridad que la de la capa base 
cargada; aplicar el material de reparacién cargado unifonnemente 
a la capa base cargada y las áreas de defectos, siendo repelido 
el material de reparacién cargado que se dirige hacia las partes 
sin defectos de la capa base y siendo atraído el material de re­
paracién cargado que incide en la capa base adyacente a los de­
fectos por el efecto de campo marginal hacia las zonas de los de 
fectos; y curar el material de capa base añadido para proporcio­
nar una capa base general de espesor uniforme.

2. - Procedimiento según le reiviniioecidn 1, caracteri-j
zado porque la fase de cargar electrostáticamente la capa base s,e

¡

efectúa por una descarga en corona. !
3. - Procedimiento según la reivindicacién 1, caracteriza}

do porque la fase de cargar electrostáticamente el material de ; 
reparacién se efectúa por una descarga en corona. !

4. - Procedimiento según la reivindicacién 1, caracteriza! 
do porque el substrato conductivo tiene una mayor conductividad ;i
eléétrica que la capa base cargada. i

!5. - Procedimiento según la reivindicacién 1, caracteriza 
do porque el material de reparacién consiste en partículas séli-̂
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das.
6.- Procedimiento según la reivindicación 1, caracteri­

zado porque la atracción del material de reparación cargado a 
las zonas de defectos, se reducen gradualmente a medida que el 
área de los defectos se llena con material de reparación cargado

7.- Procedimiento según la reivindicación 1, caracteriza 
do porque el substrato se mantiene a un menor grado de la polar! 
dad dada mediante la operación de ponerlo a tierra.

8.- Procedimiento según cualquiera de las reivindicacio 
nes anteriores, caracterizado porque para recubrir uniformemente 
una superficie de un substrato conductivo, dicho procedimiento 
comprende las fases de: recubrir el substrato conductivo con una 
capa base eléctricamente aislante en cuya capa base existen área 
de defectos; cargar en general electrostáticamente la capa de ba 
se con una carga de polaridad dada mientras el substrato se man­
tiene por lo menos a un menor grado de dicha polaridad dada, pre 
sentando las áreas de los defectos de la capa base cargada un 
efecto de campo marginal; cargar electrostáticamente un material 
de reparación en una carga de la misma polaridad que la de la ca 
pa de base cargada; aplicar el material de reparación cargado 
uniformemente a la capa base cargada y las áreas de defectos, 
siendo repelido con material de reparación cargado que se dirige 
hacia las partes sin defectos de la capa base, y siendo atraído 
el material de reparación cargado que incide en la capa base ad­
yacente a los defectos por el efecto de campo marginal hacia las 
zonas de defectos; y curar el material de la capa base añadida
para proporcionar una capa base general de espesor uniforme.

9.- Procedimiento según la reivindicación 8, caracteriza 
do porque en la fase de recubrimiento con una capa base, la capa 
base se aplica electroestáticamente.
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10.- Procedimiento para reparar zonas de defectos de una 
capa base eléctricamente aislante sobre un substrato eléctrica­
mente conductivo, tal y como queda sustancialmente descrito en 
la presente Memoria y en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de diez hojas escritas a máquina po^ 
una sola cara.

Madrid, ^  W  M7P 
THE CONTINENTAL GROUP INC.

!
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